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@ Sensormatrlx 

@) Bel einer Scnsormatrix mit in Dunnfilmtdchnik erzaugten. 
licht- und/oder rontgenstrahienempfindlichen Sensoren (1)' 
welche zwei Elektroden (2, 6) und eine zwischen diesen 
angeordnete Halbleiterschicht (5| aufweisen. ist vorgesehen. 
da& in jedem Sensor (1) jewaits eine Einzelelektrode als 
erste Elelctrode (2) vorgesehen ist, daft die Halbleiterschicht 
(S) durchgehend fur alle Sensoren (f) als gemeinsame 
Schlcht gebildet ist und alia ersten Elektroden (1) abdeckt 
und da& die zweiten Elektroden (6) wenlgstens fur Gruppen 
der Sensoren (1) als eine durchgehende Schlcht (6) gebildet 
ist, die jeweils die Halbleiterschicht (6) im Bareich aller 
ersten Elektroden (2) der Sensoren (1) ihrer Gruppe abdeckt 
und fur alle Sensoren ihrer Gruppe als zweite Elektrode 
wirksam ist. 
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Die Erfindung betrifft etne Sensormatrix mit in DQnn- 
schichttechnik erzeugten. licht- und/oder rontgenstrah- 
lenempfindtichen Sensoren. welche zwei Elektroden 5 
und eine zwischen diesen angeordnete Halbleiterschicht 
aufweisen. 

Aus der europ&ischen Offenlegungsschrift 03 37 826 
ist eine Sensormatrix bekannt, bei der die ersten Elek> 
troden der Sensoren in einer Richtung, beispielsweise in 10 
Zeilenrichtung. und die zweiten Elektroden in einer 
Richtung 90* zur ersten Richtung. beispielsweise in 
Spaltenrichtung, durchverbunden sind. Zwischen den 
beiden Elektroden sind mehrere, aufeinandergeschich- 
lete Halbleiterschichten vorgesehen. Die Rontgen- 15 
strahi-Empfindtichkeit dieser Sensormatrix wird da- 
durch erzielt, daB auf der auBeren Elektrode eine 
Leuchtschicht vorgesehen ist, welche bei Auftreffen von 
Rontgenstrahlung Licht emittiert. welches wiederum in 
den Halbleiterschichten die gewiinschte Reaktion er- 20 
zeugt Rontgenstrahlung wird hier also indirekt mittels 
einer Leuchtschicht gemessen. 

Es ist Aufgabe der Erfindung. eine Sensormatrix der 
eingangs genannten Art anzugeben, welche einen mog- 
lichst einfachen Aufbau aufweist 25 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemafi dadurch gelost« 
daB in jedem Sensor jeweils eine Einzel-Elektrode als 
erste Elektrode vorgesehen ist, daB die Halbleiter- 
schicht durchgehend fur alle Sensoren als gemeinsame 
Schicht gebildet ist und alle ersten Elektroden abdeckt 30 
und daB die zweite Elektrode wenigstens ftir Gruppen 
der Sensoren als eine durchgehende Schicht gebildet ist, 
die jeweils die Halbleiterschicht im Bereich aller ersten 
Elektroden der Sensoren ihrer Gruppe abdeckt und fiir 
alle Sensoren ihrer Gruppe als zweite Elektrode wirk- 3s 
sam isL 

jedes Sensorelement weist also eine erste Elektrode 
auf, welche von den ersten Elektroden aller Ubrigen 
Sensorelemente mechanisch und elektrisch getrennt ist 
und welche nur fur das eine Sensorelement wirksam ist 40 
FQr mehrere Sensoren in der Matrix sind also fOr jeden 
Sensor nebeneinander angeordnet jeweils entsprechen- 
de Einzelelektroden als erste Elektroden vorgesehen. 
Diese ersten Elektroden der Sensoren sind mittels einer 
Halbleiterschicht abgedeckt, welche durchgehend ftir 45 
alle Sensoren gebildet ist, welche also nicht unterbro- 
chen Oder sonstwie unterteilt ist Die zweiten Elektro- 
den der Sensoren sind wiederum durch eine durchge- 
hende Schicht gebildet, welche wenigstens fur Gruppen 
von Sensoren gemeinsam wirksam ist So kann z. B. fiir 50 
eine Gruppe von zehn Sensoren eine gemeinsame zwei- 
te Elektrode vorgesehen sein. Diese Elektrode ist dann 
for die zehn Sensoren einteilig. Im Extremfall kann diese 
zweite Elektrode fOr alle Sensoren der Matrbc gemein- 
sam als eine einzige Elektrode ausgefuhrt sein. 55 

Bei der Anordnung ergibt sich der Vorteil einer stark 
vereinfachten Fertigung. Die Halbleiterschicht und die 
zweite Elektrode sind als jeweils eine Schicht ausge- 
fiihrt die nicht strukturiert werden muB. FQr die einzel- 
nen Sensoren sind nur noch deren erste Elektroden. 60 
ebenso wie ein gegebenenfalls pro Sensor vorgegebe- 
nes Schaltelement fur jeden Sensor einzein vorzusehen. 

Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- 
hen, daB die zweite, als durchgehende Schicht gebildete 
Elektrode die Halbleiterschicht im Bereich der ersten 65 
Elektroden aller Sensoren der Matrix abdeckt und fur 
alle Sensoren der Matrix als gemeinsame zweite Elek- 
trode wirksam ist 



Der oben beschriebene Effekt der Fertigungsverein- 
f achung ist bei dieser AusfUhnrngsform am deutlichsten, 
ohne daB sich dadurch funktionale Nachteile fur die 
Sensoren ergeben. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfmdung ist 
vorgesehen. dafi fQr Rdntgenstrahl-Empfindlichkeit der 
Sensoren die gemeinsam fiir alle Sensoren gebildete 
Halbleiterschicht so dick ausgefuhrt ist daB sie selbst 
ausreichend Rdntgenstrahlen absorbiert und daB keine 
zusatzliche Leuchtstoffschicht vorgesehen ist 

Auch ftir eine Sensormatrix, deren Sensoren rontgen- 
strahlempflndlich sein sollen, kann der oben beschriebe- 
ne einfache Aufbau dadurch beibehalten werden, daB 
die Halbleiterschicht so dick ausgefuhrt ist daB sie 
selbst in gewiinschtem MaBe Rdntgenstrahlen absor- 
biert und auf diese Weise beispielsweise eine zu messen- 
de Ladungsverschiebung ausgeldst wird. Es ist in diesem 
Falle keine zusatzliche Leuchtstoffschicht erforderlich. 

Die gewOnschte Rdntgenstrahl-Empfindlichkeit der 
Halbleiterschicht kann, wie nach einer weiteren Ausge* 
staltung der Erfindung vorgesehen ist. vorteilhafterwei- 
se mittels eines geeignet dotierten Selens erzeugt wer- 
den. daB in einer Dicke von etwa 0,5 mm vorzusehen ist 

Anhand der Zeichnung wird ein Ausfiihrungsbeispiel 
der Figur n^her erliLutert Es zeigen: 

Fig. 1 ein schematisiertes Schaltbild eines Ausschnit- 
tes einer Sensormatrix mit einer fur alle Sensoren der 
Matrbc gemeinsam vorgesehenen zweiten Elektrode 
und 

Fig. 2 eine Aufsicht auf einen Ausschnitt einer Matrbc 
mit einer fur alle Sensoren gemeinsamen zweiten Elek- 
trode. 

Ein in Rg. 1 dargestelltes Prinzipschaltbild einer Sen- 
sormatrix, bei der fOr alle Sensorelemente der Matrix 
eine gemeinsame Halbleiterschicht und ebenso eine ge- 
meinsame zweite Elektrode vorgesehen sind, zeigt Sen- 
soren 1, welche in Zeilen und Spalten in der Matrix 
angeordnet sind. Die einzelnen Sensoren 1 der Matrix 
sind in identischer Weise aufgebaut Jeder Sensor 1 
weist eine erste Elektrode 2 auf, welche nur im Bereich 
des jeweiligen Sensors 1 vorgesehen ist und welche von 
den ersten Elektroden 2 der benachbarten Sensoren I 
mechanisch und elektrisch getrennt ist Jede der ersten 
Elektroden 2 ist in dem jeweiligen Sensor 1 mit einer 
ersten Elektrode einer Speicherkapazit&t 3 verbunden. 
deren andere Elektrode auf Masse gefuhrt ist Die Ver- 
bindung zwischen der ersten Elektrode 2 und der Spei- 
cherkapazitSt 3 ist mit einem Source-Anschlufi eines 
Feldeffekttransistors 4 verbunden. 

In einer Sensormatrix konnen beispielsweise 2000 x 
2000 derartige Sensoren vorgesehen sein. Die Darstel- 
lung gemaB Fig. 1 berOcksichtigt jedoch zur Verdeutli- 
chung nur drei Sensoren pro Zeile und Spalte. 

Alle Sensoren der Matrbc sind, wie in der Fig. 1 sche- 
matisch angedeutet ist mittels einer Halbleiterschicht 5 
abgedeckt welche wenigstens alle ersten Elektroden 2 
aller Sensorelemente 1 der Matrix abdeckt 

Die Halbleiterschicht 5 ihrerseits wiederum ist mittels 
einer elektrisch leitf&higen Schicht 6 abgedeckt welche 
als zweite Elektrode dient die fQr alle Sensoren 1 der 
Matrix als solche wirksam ist Die zweite Elektrode 6 ist 
mit einer Gleichspannungsquelle 7 verbunden. deren 
anderer Pol auf Masse gefOhrt ist 

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Sensormatrix 
ist in Dunnschichttechnik hergestellt Dies gilt nicht nur 
fflr die beiden Elektroden sowie die Halbleiterschicht, 
sondern auch fOr die Speicherkapazitdten 3 und die 
Feldeffekttransistoren 4. 
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Die fur alle Sensoren der Matrix gemeinsame zweite 
Elektrode 6 ist mittels der Cleichspannungsquelle 7 vor- 
gespannt Trifft auf die Halbleiterschicht 5 Ucht- bzw. 
Rdntgenstrahlung» so wird diese von der Halbleiter- 
schicht absorbiert und verandert ihre Lettfahigkeit. Es s 
findei damit cine Ladungsverschiebung statt, welche da- 
zu fuhrt. dafi die Speicherkapazit^ten 3 der Sensoren 1 
elektnsch aufgeladen werden. Die Hdhe der Aufladung 
jedes einzelnen Sensors h&ngt davon ab, wieviel Strah- 
lung auf die Halbleiterschicht 5 im Bereich zwischen der to 
ersten Elektrode 2 dieses Sensors und der Gegenelek- 
trode 6 in einem bestimmten Zeitabschnitt aufgetroffen 
ist. 

Die in den Speicherkapazit&ten 3 gespeicherten La- 
dungen konnen zur Bestiramung der atifgetroffenen is 
Strahlung ausgelesen werden. Dazu ist fOr jede Zeile der 
Sensoren je eine Schaltleitung 8 vorgesehen, welche mit 
den Oate-AnschlQssen der Feldcffekttransistoren der 
Sensoren ihrer Zeile verbunden sind und welche mittels 
einer Ansteuerschaltung 9 ansteuerbar sind. Die An- 20 
steuerschaltung 9 kann beispielsweise die Schaltleitung 
8 der ersten Zeile aktivieren. so daB alle Feldeffekttran- 
sistoren 4 der Sensoren dieser Zeile ieitend geschaltet 
werden. Die in den Sensoren dieser Zeile gespeicherten 
Ladungen werden dann uber je Scnsorenspalte eine mit 25 
den Drain-AnschlQssen der Feldeffekttransistoren der 
Sensoren ihrer Spalte verbundene Ausleseleitung 10 
ausgelesen. Es findet also ein Auslesen statt, welches fur 
alle Sensoren dieser Zeile gleichzeitig erfolgt Nach 
Verstarkung der so ausgelesenen Signale in Versiarkern 30 
1 1 gelangen diese in verstarkter Form in eine Multiplex- 
schaltung 12, welche aus den parallel eingehenden Da- 
ten der Sensorenspalten ein serielles Ausgangssignal 
formL 

In Fig. 1 sind zur m()glichst Ubersichtlichen Darstel- 35 
lung des elektrischen Schaltprinzips sowohl die Halblei- 
terschicht 5, wie auch die gemeinsame zweite Elektrode 
6 mehrteilig dargestellt Tatsachlich sind jedoch beide 
jeweils einteilig hergestellt und ttberdecken s^mtliche 
erste Elektroden 2 aller Sensoren 1 der Matru. 40 

Dieser Sachverhalt ist in der Darstellung gemaD 
Fig. 2 noch deutlicher zu erkennen* die eine Aufsicht auf 
ein Teil einer erfmdungsgemaBen Matrix zeigt Die Ma- 
trix ist in Aufsicht auf die gemeinsame zweite Gegen- 
elektrode 6 dargestellt Sowohl die Gegenelektrode 6 45 
wie auch die gemeinsame Halbleiterschicht 5 Qberdek- 
ken alle erste Elektroden 2 der Sensoren der Matrix, 
von denen in der Fig. 2 exemplarisch nur neun darge- 
stellt sind Um die darunterliegenden Elemente der Sen- 
soren darstellen zu konnen. sind in der Darstellung ge- 50 
mUB Fig. 2 die zweite Elektrode 6 und die Halbleiter- 
schicht 5 nur in Schraffur und quasi transparent darge- 
stellt 

Unterhalb der Ebene der Halbleiterschicht 5 ist in der 
Darstellung gem^fi Fig. 2 fQr jeden Sensor eine erste 55 
Elektrode 2 erkennbar. welche eine relativ groDe Flache 
einnimmt Die Speicherkapazitaten 3 sind in Fig. 2 der 
besseren Erkenntlichkeit halber weggelassen. Die er- 
sten Elektroden 2 der Sensoren sind daher in der Dar- 
stellung gemflB Fig. 2 direkt mit den Source- Anschlus- 60 
sen der Feldeffekttransistoren 4 verbunden. Die Gate- 
AnschlUsse der Feldeffekttransistoren 4 sind jeweils mit 
einer Schaltleitung 8 verbunden. wfthrend die Drain-An- 
schlQsse der Feldeffekttransistoren jeweils mit einer 
Ausleseleitung 10 verbunden sind. 65 

Die Anordnung gemdQ Fig. 2 ist in DQnnfilmtechnik 
hergestellt Dies gilt fOr samtliche Elemente der Senso- 
ren, also auch fur die Feldeffekttransistoren 4 sowie fur 
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die fflr jeden Sensor einzein vorgesehenen ersten Elek- 
troden Z Ebenfalls in DOnnschichttechnik hergestellt 
sind sowohl die alle ersten Elektroden der Sensoren 
uberdeckende Halbleiterschicht wie auch die auf dieser 
vorgesehene elektnsch leitffthige Schicht 6, welche fur 
alle Sensoren der Matrix als gemeinsame zweite Elek- 
trode dient 

Aus der Darstellung gem^Q Fig. 2 wird deutlich, daB 
die Struktur der Matrix aufgnmd der gemeinsam vorge- 
sehenen Schichten 5 und 6 relativ einfach ist und daB fOr 
jeden einzelnen Sensor individuell nur noch jeweils eine 
erste Elektrode 2 und ein Feldeffekttransistor 4 vorzu- 
sehen sind. Aufgrund dieser einfachen Struktur ist eine 
solche Matrix einfach und mit geringem AusschuB zu 
fertigen. 

Ohne den FertigungsprozeB wesentlich zu verkom- 
plizieren, besteht die Mdglichkeit, die zweite Elektrode 
6 grofiflachig zu segmentieren, d. h. eine gemeinsame 
durchgehende Schicht nur fOr eine Gruppe von Senso- 
ren vorzusehen. So kann beispielsweise Fur eine Gruppe 
von 100 X 100 Sensoren eine gemeinsame Gegenelek- 
trode 6 vorgesehen sein. Entsprechendes gilt dann fur 
weitere Gnippen von Sensoren, die ihrerseits wiederum 
eine fur sie vorgesehene, gemeinsame zweite Elektrode 
6 aufweisen. Eine solche Gruppe von Sensoren kann 
beispielsweise auch von alien Sensoren einer Spalte 
Oder Zeile gebildet werden. 

PatentansprQche 

1. Sensormatrix mit in Dunnschichttechnik erzeug- 
ten, licht- und/oder rontgenstrahlenempfindlichen 
Sensoren (1), welche zwei Elektroden (2, 6) und eine 
zwischen diesen angeordnete Halbleiterschicht (5) 
aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dafi in jedem 
Sensor (1) jeweils eine Einzel- Elektrode als erste 
Elektrode (2) vorgesehen ist, daB die Halbleiter- 
schicht (5) durchgehend fOr alle Sensoren (1) als 
gemeinsame Schicht gebildet ist und alle ersten 
Elektroden (1) abdeckt und daB die zweite Elektro- 
de (6) wenigstens fur Gruppen der Sensoren (1) als 
eine durchgehende Schicht (6) gebildet ist, die je- 
weils die Halbleiterschicht (5) im Bereich aller er- 
sten Elektroden (2) der Sensoren (1) ihrer Gruppe 
abdeckt und fOr alle Sensoren ihrer Gruppe als 
Zweite Elektrode wirksam ist 

2. Sensormatrix nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite, als durchgehende Schicht 
gebildete Elektrode die Halbleiterschicht (5) im Be- 
reich der ersten Elektroden (2) aller Sensoren (1) 
der Matrix abdeckt und far alle Sensoren (f) der 
Matrix als gemeinsame zweite Elektrode (6) wirk- 
sam ist 

3. Sensormatrix nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet daB fUr Rdntgenstrahl-Empfind- 
lichkeit der Sensoren die gemeinsam fur alle Senso- 
ren (1) gebildete Halbleiterschicht so dick ausge- 
ftihrt ist, daB sie selbst ausreichend Rdntgenstrab- 
len absorbiert. und daB keine zus&tzliche Leucht- 
stoffschicht vorgesehen ist 

4. Sensormatrix nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Halbleitermaterial (5) geeignet do- 
tiertes Selen vorgesehen ist und daB die Halbleiter- 
schicht eine Dicke von etwa 0,5 mm aufweist 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



Leerseite — 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI.*: 

Off enl egungsta 0 : 



OE 4002429 A1 
H01L 31/115 

V August 1991 




10 



10 



X 8 



10 




6 




Fig.l 



108031/181 




108031/1B1 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the apphcant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 
U OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



